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产品说明书

8 mm 红外发射管 SIR8137

 特点

 高可靠性

 高发射强度

 峰值波长 λp=850nm
 2.54mm 标准脚间距

 低正向电压

 无铅环保

 描述

 数冠红外发射管 SIR8137 是一款 850nm
发射强度高、高可靠性、透明红外发射管。

 该款红外发射管可用于红外补光，也可与光敏三极管、

光敏二极管配对使用。

 应用

 红外遥控

 红外感应

 光电开关

 自动控制系统的检测、计数、红外光源等
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注: 1. 所有尺寸单位为毫米(括号內为英寸)

      2. 未说明误差的尺寸为 ± 0.25mm(0.01英寸)

正极

负极

 封装尺寸

 极限参数 (Ta=25℃)
参数名 符号 参数值 单位

连续正向电流 IF 20 mA

脉冲峰值电流 *1 IFP 200 mA

反向击穿电压 VR 5 V

焊接温度 *2 Tsol 260 ℃

工作温度 Topr -20 ~ +85 ℃

存储温度 Tstg -40 ~ +85 ℃
耗散功率 Pd 50 mW
注: *1:IFP条件--脉冲宽度≦100μs 和占空比≦1%.

*2:焊接时间≦5 秒.
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 光电参数 (Ta=25℃)
参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

辐射强度 Ee
IF=20mA 6.0 8.0 --

mW/srIF=100mA 脉冲宽度≦

100μs ,占空比≦1% -- 30 --

峰值波长 λp IF=20mA -- 850 -- nm

频谱宽度 Δλ IF=20mA -- 50 --- nm

正向电压 VF

IF=20mA -- 1.4 1.6
VIF=100mA 脉冲宽度≦

100μs ,占空比≦1% -- 1.8 2.0

反向电流 IR VR=5V -- -- 10 μA

半功率角 2θ1/2 IF=20mA -- 25 -- deg

 特性曲线图

图.1 正向电路与环境温度 图.2 频谱分布
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图.3 峰值辐射波长与环境温度 图.4 正向电流与正向电压

图.5 辐射强度与正向电流 图.6 相对辐射强度与发射角度
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Fig.7 相对辐射强度与环境温度(℃) Fig.8 正向电压与环境温度(℃)

注意事项:
1. 我公司保留更改产品材料和以上说明书的权利，更改以上产品说明书恕不另行通知。

2. 使用本产品前请务必进行测试，使用和存储条件不得超过本说明书得极限参数说明，超过极限

参数使用导致的产品损坏本公司不承担任何责任。

3. 存储在温度不高于 30℃，湿度不高于 60%RH 的条件下，产品保存期限为 6 个月。将产品保

存在密封的容器中并附带干燥剂可以在一定程度上延续产品的储存日期。不良的储存条件会导致

产品引脚的腐蚀或产品性能的改变。

4. 开封后,产品必须 168 小时内使用完(建议工作环境温度不高于 30℃,湿度不高于 60%),如未

使用完,余料须存放在温度不高于 30℃,湿度不高于 10%的环境中。

5. 对于尚未焊接的产品,如果吸湿剂或包装失效,或者产品没有符合以上有效存储条件,烘烤可以

起到一定的性能恢复效果。烘烤条件:65±5℃,持续时间 96H。

6. 静电和电涌会导致产品特性发生改变，例如正向电压降低等，如果情况严重甚至会损毁产品，

所以在使用时必须采取有效的防静电措施。所有相关的设备和机器都应该正确的接地，同时必须

采取其他防静电和电涌的措施。使用防静电手环，防静电垫子，防静电工作服，工作鞋，手套，

防静电容器，都是有效的防止静电和电涌的措施。

7. 设计电路时，通过产品的电流不能超过规定的最大值，同时还需要使用限流电阻，否则微小的

电压变化将会引起较大的电流变化，可能导致产品损毁。

8. 支架的整形必须在焊接之前进行。整形时，支架的弯曲位置必须至少在封装树脂底部 3mm 处，

同时避免对同一位置进行多次的弯曲。

9. 整形时请使用合适的工具固定支架，避免对树脂施加压力。特别是不能管脚与树脂的连接部分

作为支点，这样产生的应力会直接对产品内部的发光结构造成损伤，导致产品特性的改变甚至损

毁。

10. 在装配产品的时候，PCB 板上焊孔间的距离必须于产品的管脚间距严格匹配。

11. 焊接应特别注意：

（1）手工焊接：烙铁（最高 30W）尖端温度不超过 350℃；烙铁必需接地，静电不能超范围；焊

接时间不超过 3秒；焊接位置至少离胶体 3毫米。

（2）浸焊：浸焊最高温度 260℃；浸焊时间不超过 5秒；浸焊位置至少离胶体 3毫米。
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